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Система Ag–Fe–Te характеризується потрійною фазою AgFeTe2, що 
належить класу срібловмісних халькогенідних магнітних 
напівпровідників [1]. Температура конгруентного плавлення AgFeTe2 
становить 953 К. Сполука кристалізується в структурному типі 
халькопіриту: a = 7.14 Å, c = 9.90 Å та зазнає поліморфного 
перетворення при 423 К. Перехід низькотемпературної (НТ) 
модифікації у високотемпературну (ВТ) супроводжується зростанням 
енергії активації електронної провідності більше ніж в 2 рази: 0.28 еВ 
та 0.58 еВ відповідно [2]. Для високотемпературної модифікації 
характерним є тригональне впорядкування кристалічної ґратки вище 
720 К [3]. 
В роботі наводяться результати досліджень іонної Ag+ 
електропровідності на постійному струмі, а також термодинамічних 
властивостей НТ та ВТ модифікацій сплаву AgFeTe2 з використанням 
методу ЕРС. Залежності (Т)Ag+ отримано двозондовим методом в 
комірках типу: C|Ag|скло Ag2GeS3|сплав AgFeTe2|скло Ag2GeS3|Ag|C із 
зондами сплав AgFeTe2|скло Ag2GeS3|Ag|C вмонтованих у 
фторопластовій основі діаметром 2 мм при струмі 1 мкА. 
Скло Ag2GeS3 – селективна (Ag
+) провідна мембрана. Вимірювання 
(Т)Ag+ проведено в температурних інтервалах 360–400 К та 435–465 К. 
Термодинамічні властивості AgFeTe2 розраховані на основі 
температурних залежностей ЕРС електрохімічних комірок типу: 
C|Ag|скло Ag2GeS3|сплав FeTe2, AgFeTe2|C в інтервалах 330–390 К та 
435–490 К [4]. 
Із розрахунків отримано: а) питому електропровідність 
360 К  5.43·10
–2 (Ом·м)–1, 440 К  16.0·10
–2 (Ом·м)–1; б) енергію 
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активації носіїв заряду (Ag+) ЕНТ  0.12 еВ, ЕВТ=0.54 еВ; в) рівняння 
температурних залежностей енергій Гіббса утворення із елементів НТ 
та ВТ модифікацій тетрарної фази, fG в кДж/моль: 
fGНТ  (– 89.41  0.03)-(– 14.70  0.08)·10
–3Т, fGВТ  (– 85.20  0.13)– 
(– 4.48  0.27)·10–3Т. Розраховані в наближенні Ср  const значення 
стандартних термодинамічних функцій н.м. та в.м. тетрарної фази 
становлять: G298  (– 85.03  0.04) кДж/моль, G298  (– 83.91  0.21) 
кДж/моль; Н298  (–89.41  0.03) кДж/моль, Н298  (– 85.20  0.13) 
кДж/моль; rS298  (– 14.70  0.08) Дж/(моль·K), rS298  (– 4.48  0.27) 
Дж/(моль·K) відповідно. 
Висновки: 
1) значення термодинамічних функцій обох структурних 
модифікацій AgFeTe2 мало відрізняються; 
2) незвичне з огляду на 1) перевищення ЕВТ значення ЕНТ в 
~4.6 рази пояснюється пониженням температури перебудови 
тетрагональної ґратики вище 423 К у тригональну ґратку в умовах 
потенціалформуючого процесу, і як наслідок – зменшення ефективного 
перерізу транспортних каналів. Додаткова потенціальна енергія для 
перебудови отримана: зміщенням катіонів срібла з лівого електроду 
гальванічного елементу в правий по причині відмінностей в значеннях 
хімічного потенціалу; перебігом неконтрольованої хімічної реакції в 
електрохімічній комірці; у вигляді метастабільного стану ґратки 
AgFeTe2 вище 423 К [3]; 
3) за параметрами питомої провідності та енергії активації носіїв 
заряду сполука AgFeTe2 належить до класу суперіонних матеріалів. 
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